
  



 

 تعالی باسمه

بنیان با رویکرد نوآوری باز و همکاری  های دانشتقویت توان توسعه فناوری شرکت  منظوربهصندوق نوآوری و شکوفایی  

فناورانه شرکت و  تحقیقاتی  نیازهای  آن،  قالب  در  که  است  کرده  و عرضه  را طراحی  و  فناورانه، خدمت جدیدی  ها 

های تحقیقاتی و توسعه  رحهای پژوهشی و فناور توانمند برای اجرای طبنیان و متعاقباً، گروههای دانشدهندهشتاب

 نماید. ها را شناسایی میدهندهها و شتابهای موردنیاز این شرکتفناوری

بنیان متقاضی است که توسط صندوق نوآوری و  ی دانشهاشرکترو دارید، نیاز تحقیقاتی/فناورانه یکی از  آنچه پیش

 رد زیر توجه فرمایید: است. لطفاً به موا منتشرشدهشکوفایی شناسایی و در قالب فراخوان 

شرکت در این فراخوان تحقیقاتی و ارائه پروپوزال در قالب انفرادی، گروهی، شرکتی یا سازمانی مجاز است. همه    (1

بنیان و  های دانشها و مراکز تحقیقاتی، شرکتعلمی دانشگاهآموختگان و اعضای هیئتپژوهشگران، دانشجویان، دانش

 توانند با تدوین و ارسال پروپوزال در این فراخوان شرکت کنند. یمندان مفناور و سایر علاقه

در    1401ماه دی   10شده صندوق نوآوری و شکوفایی و حداکثر تا تاریخ ها صرفاً باید در چارچوب تدوینپروپوزال (2

هایی که در چارچوبی  ارسال شوند. پروپوزال  https://ghazal.inif.irدر سامانه غزال به آدرس    wordقالب فایل  

 های دیگر به دست صندوق برسند، وارد فرایند ارزیابی نخواهند شد. غیرازآن، یا به روش

پروپوزال  (3 ارسال  مهلت  اتمام  از  فراپس  آنها،  ارزیابی  آغاز خواهد شد.  یند  و شکوفایی  نوآوری  توسط صندوق  ها 

برای مذاکرات    «مجری»عنوان  پروپوزالی که بیشترین تناسب را با الزامات این نیاز تحقیقاتی داشته باشد، انتخاب و به

 بنیان متقاضی معرفی خواهد شد.تکمیلی به شرکت دانش

ی  اجانبه  3بنیان )متقاضی تحقیق(، قرارداد  منتخب )مجری تحقیق( و شرکت دانش  دهندهپروپوزال( در صورت توافق  4

درصد هزینه   70ا  منعقد خواهد شد. در قالب این قرارداد، صندوق نوآوری ت  «مجری»و    «متقاضی»،  « صندوق»مابین  

اسب با پیشرفت اجرای  ای و متن مرحله  طوربهبه شکل بلاعوض به متقاضی خواهد پرداخت تا    اجرای طرح تحقیقاتی را 

 طرح، در اختیار مجری قرار گیرد.

است، اما پیشنهاددهندگان    شده یمعرفبینی و  پیش  موردنظرهای کلی برای اجرای تحقیق  گرچه در این فراخوان، گام  (5

برای حل    ، از هر روش یا فناوری دلخواه و در قالب یک برنامه تحقیقاتی متفاوتشدهیمعرفتوانند افزون بر برنامه  می

 این مسئله تحقیقاتی و دستیابی به اهداف آن استفاده کنند. 

های صندوق نوآوری و شکوفایی نخواهد  مندی از حمایتبهره  منزله به( تدوین و ارسال پروپوزال در قالب این فراخوان،  6

حرمانگی دانسته و مفاد  کند. صندوق نوآوری و شکوفایی خود را ملزم به رعایت م بود و برای فرستنده حقی ایجاد نمی

 های ارسالی محرمانه نزد صندوق باقی خواهد ماند. کلیه طرح

عنوان کارگزار صندوق در میان  یا ابهام در خصوص این فرایند را با شرکت سامان صدرای داناشریف به  سؤال( هرگونه  7

 ( 09025555471و  021-66531044شماره تماس: ) بگذارید.
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بنیان متقاضیدرباره شرکت دانش   

فعالیت خود    1395تدوین شده است که در سال   2بنیان تولیدی نوع  این فراخوان به درخواست یک شرکت دانش

صورت تخصصی در حوزه مهندسی مواد و سرامیک آغاز نموده و  را با همت جمعی از محققین برتر دانشگاهی به

های موثری را در قطع وابستگی  اخلی، گامبنیان، علاوه بر رفع نیازهای دسعی دارد در زمینه تولید محصولات دانش

محصول موفق در سبد محصولات خود    5علمی و تحقیقاتی به کشورهای بیگانه بردارد. تاکنون این شرکت بیش از  

های جوانان استفاده نموده و با ایجاد اشتغال، از  از ظرفیت  داخلی کارگیری استعدادهای  داشته و تلاش دارد با به

 های انسانی جلوگیری نماید. مهاجرت بیشتر سرمایه

 

2 



 

 ضرورت مسئله

سولفید روی شفاف با توجه به ساختار کریستالی مناسب )عبور مناسب در محدوده طول موج  

 قرمز   ن عنوان دام و پنجره اپتیکی برای انواع سنسورهای مادومادون قرمز( به صورت گسترده به

قرار می استفاده  این قطعات دو همچنین دوربین دید در شب مورد  به گیرد.  ر صنعت عموما 

(  CVD( و رسوب شیمیایی فاز بخار )HIP(، پرس ایزواستاتیک داغ )HPهای پرس داغ )روش

در مقایسه با روش   CVDبا توجه به ساختار کریستالی قطعات تولیدشده به روش  شوند.  تولید می

HPبا توجه به نیازمندی بالایی که در  تری پیدا کرده است. بنابراین،  ، این روش کاربرد گسترده

وجود داشته   CVDتولیدشده به روش  سولفید روی    های آینده از قطعات های اخیر و در سالسال

  فناوری، ضروری است  داخل کشوربا عنایت به وجود نیروی متخصص کارآمد در    وو خواهد داشت  

وری در این صنایع فراهم گردد،  امنظور ایجاد فن به  CVDروش  رشد لایه اپتیکی سولفید روی به

ایجاد و با راه   هوری مربوطافنی و فن ارز از کشور، دانش  رویهتا علاوه بر جلوگیری از خروج بی

   سازی گردد.اندازی خط تولید، بومی

 

 مسئله اصلی تحقیق

 نیاز تحقیقاتی( )

و ساخت    ی امکان سنج

  ی ک یاپت کیسرام

به   (ZnS) یرو دیسولف

رسوب بخار روش 

 (CVD) یی ایمیش
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 مشروح مسئله تحقیقاتی 

(، جذب پرتو مادون  µm  12-1(، به دلیل عبور خوب در محدوده طول موج مادون قرمز ) ZnSسولفید روی ) 

ترین  عنوان یکی از مهمو مقاومت به شوک حرارتی خوب، به   ºC800قرمز پایین، قابلیت کاربرد تا دمای حدود  

از    ZnSهای مادون قرمز  برای تولید پنجره های مادون قرمز مطرح است.مواد مورد توجه برای استفاده در سامانه

طور مستقیم تولید، و در برخی دیگر، ابتدا  ها قطعه بهبرخی از این روش  شود. درهای مختلفی استفاده میروش

ها  بلورکریستال در مقایسه با تک مواد پلی شود.  تهیه و سپس قطعه مورد نظر با استفاده از آن تولید می ZnSپودر  

خواص مکانیکی بهتری  طورخاص،  های مختلفی مانند صرفه اقتصادی، تولید انبوه، سادگی کنترل شکل و بهاز مزیت

کریستال در قطعات اپتیکی مورد استفاده در صنایع گوناگون مناسب  تک  ZnSبنابراین، استفاده از    برخوردار هستند؛

  ،شودبا خواص اپتیکی مطلوب میکریستال پلیهایی که منجر به تولید قطعات رو، لازم است از روشنیست. از این

( و پرس ایزواستاتیک داغ برای  CVDای پرس داغ، رسوب شیمیایی بخار )هدر حال حاضر روش.  گردداستفاده  

گیرد. سولفید روی تولید شده  در ابعاد بزرگ و در مقیاس صنعتی مورد استفاده قرار می کریستال  پلی  ZnSتولید  

تولید شده به    IRمواد    است.   ترین ماده پنجره اپتیکی مادون قرمز موج بلند تمام باندمهم  CVDبه کمک فرایند  

دارای مزایا متعددی هستند که سبب شده است این فرایند در مقایسه با سایر فرایندها بسیار مورد    CVDروش  

توان به همگنی اپتیکی خوب، چگالی بالا، ساختار میکروکریستالی،  توجه قرار گیرد. از جمله مزایای این روش می

طعات تولیدی اشاره کرد. به دلیل دما و فشار نسبتاً پایین در  مقدار ناخالصی پایین و عدم محدودیت در ابعاد ق 

پذیری بسیار بالایی برای کاربردهای  (، این سامانه از انعطافS2H-Zn)در سیستم    CVDروش    به  ZnSفرایند تولید  

مقیاس بالا برخوردار است. علاوه بر این، رسوبات ضخیم تولید شده به کمک این روش دارای عبور بالای نزدیک  

ترین ماده اپتیکی مادون قرمز تولیدشده به کمک فرایند رسوب شیمیایی  سولفید روی، مهمبه مقدار تئوری هستند.  

ی بخار فرایندی است که در آن، گازهای واکنشی از روی یک زیرلایه داغ عبور کرده و  بخار است. رسوب شیمیای

از بخار روی و    CVDبرای تولید سولفید روی به کمک فرایند   شوند.به منظور تولید یک محصول جامد، تجزیه می

ون در محفظه انجام واکنش  صورت مخلوط با گاز آرگشود. در این فرایند، گازها بهگاز سولفید هیدروژن استفاده می

نشینند و  شوند و رسوبات روی یک سطح بزرگ و تخت گرافیتی و یا تعداد زیادی صفحه گرافیتی میتزریق می

 شود. قطعه نهایی تولید می
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 روز:  مطالعات علمی دقیق و به -1

 ها بندی آندستهگردآوری منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی و  •

 مطالعه منابع علمی مرتبط  •

 انتخاب روش و شرایط تحقیق  •

 انتخاب مواد، تجهیزات و الزامات طراحی و ساخت دستگاه  •

 ها و انتخاب راهکار مناسب برای تأمین مواد و خرید تجهیزات  بررسی روش •

 ها  انتخاب الزامات و شرایط ارزیابی و آزمون •

 ها ها و آزمونیابیبررسی و انتخاب مراکز انجام ارز •

ارائه برنامه کامل از فاز آزمایشگاهی )شامل: نیروی انسانی، تهیه مواد و تجهیزات، شرایط   •

 بندی( ها، آنالیز هزینه و برنامه زمانو الزامات ارزیابی و آزمون

 مستندسازی کامل و ارائه گزارش مکتوب  •

 : CVDطراحی مفهومی و طراحی دقیق دستگاه  -2

طر • و  مفهومی  و  طراحی  گرمایش  سامانه  خلاء،  سامانه  )محفظه،  محفظه  دقیق  احی 

 سرمایش( 

 طراحی مفهومی و طراحی دقیق منبع تغذیه   •

 طراحی مفهومی و طراحی دقیق سامانه کنترل  •

 CVDتامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز و ساخت دستگاه   -3

 و طراحی دقیقتهیه مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز بر اساس مطالعات انجام گرفته  •

 هاساخت زیرسامانه •

 هامونتاژ زیرسامانه •

نشانی و بررسی  مانند دبی ورودی گاز، نرخ لایه  CVDرشد لایه و استخراج پارامترهای فرایندی   -4

 مترمیلی 0.5های ضخامت  نشانی درسینتیک و ترمودینامیک لایه

 متر میلی  0.5های کمتر از لایه در ضخامت  سازی اولیه فرایند رشدشبیه •

 سازی شده جهت رشد لایهارائه شرایط بهینه شبیه •

 متر تحت شرایط مختلف فرایند و استخراج پارامتر بهینهمیلی  0.5رشد لایه تا ضخامت   •

  یابی خواصمتر؛ ارزیابی و مشخصهسانتی  3متر و قطر  میلی  0.5تا ضخامت  رشد لایه   •

 نوری در محدوده مادون قرمز نزدیک، میانی و دور 
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های تحقیق گام  



 

 ی مورد انتظار تحقیق های خروج

 

 mm 3 و ضخامت cm 5 ساخت قطعه با قطر  •

  د(درص  65 یبالا کرون یم 10-1.5عبور در محدود ) Clear کاملا  ی کی اپت تیفیبه قطعه با ک  یاب یدست •

طول موج با دامنه   یبرا بیبه ترت 2.19و  2.36شکست  بیشکست مناسب )ضر بیونه با ضرمبه ن یاب یدست •

 ( کرومتریم 10.6و  0.6

 متر مکعب( یگرم بر سانت 4.09)   یدی مناسب قطعه تول یچگال •

 نوپ(  250 ی )سخت ی دیمناسب قطعه تول ی کی و مقاومت مکان ی سخت •

  ندیبه منظور توسعه فرا سازیهیشب هایمدل ی اعتباربخش •

  ند یفرا  یریتکرارپذ •
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نشانی و بررسی سینتیک  نرخ لایه  مانند دبی ورودی گاز،   CVDرشد لایه و استخراج پارامترهای فرایندی   -5

 متر میلی 3ضخامت های  نشانی در و ترمودینامیک لایه

 متر با توجه به پارامترهای فاز قبل میلی 3سازی رشد لایه ضخیم تا  شبیه •

تست • ضخامتهای  انجام  با  لایه  ایجاد  جهت  نتایج میلی  3و    2،  1های  عملی  اساس  بر  متر 

 سازی شبیه

 استخراج پارامترهای بهینه  •

نوری در یابی خواص  متر؛ ارزیابی و مشخصهسانتی  5متر و قطر  میلی  3تا ضخامت  رشد لایه   •

 محدوده مادون قرمز نزدیک، میانی و دور 

 تکرارپذیری  -6

 آوری نتایج ریز ساختار و جمع ، بررسییابی خواصمشخصهارزیابی و  •

 



 

 الزامات تحقیق       

 
 از قبیل دمای واکنش، کنترل دبی گاز ورودی و ...  CVDبررسی فاکتورهای اساسی در طراحی دستگاه ❖

 S2Hکارگیری موارد ایمنی دقیق و حساس در استفاده از گاز به ❖

 منظور بررسی دقیق ترمودینامیک و سینتیک فرایند سازی بهاستفاده از شبیه ❖

 

های احتمالی گلوگاه   

با ساختار ش  دیتول اپت  مناسب:  یستالیو کر  یی ایمیمحصول  مکان  ی ک یازآنجاکه خواص  محصول    ی کیو 

قطعات    دیتول  نیبنابرا   باشد؛یم  یی محصول نها  یو ساختار   ییایم یش  ی وابسته به پارامترها  می طور مستق به  یینها

 .باشدیمحصول م  ی هایدگیچ یاز پ ی کی مناسب  تیفیباک

  ندیفرا  ن یا CVD روش  ت یبا توجه به ماه  شفاف: ZnS دیتول  یبرا  CVDش  و استفاده از رو  یسازنهیبه

 .کنترل گردند  د یمناسب با تیف ی محصول باک د یتول یباشد که برایم  یمتعدد یندیفرا ی پارامترها یدارا

 

تواند در اختیار مجری قرار دهد ها و تجهیزاتی که متقاضی می زیرساخت   

 محیط آزمایشگاهی   •

 عملیات حرارتی  هایکوره •

 های فازی، ریزساختاری، مکانیکی و اپتیکی آزمون •

 سازی تجهیزات شبیه •

 
های ارزیابی و انتخاب مجریمعیار  

 تخصص، سوابق تحصیلی و اجرایی   •

 های اجرای طرحبندی و هزینهزمان •

 روحیه کارآفرینی   •
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 تسهیم مالکیت فکری 

مجری در مالکیت معنوی ناشی از اجرای تحقیق سهیم خواهد بود و انتشار مقاله مشترک  مالکیت معنوی:   •

ها و سمینارها با موافقت  ارائه مقاله در کنفرانسهای داخلی و خارجی،  توسط مجری و متقاضی در ژورنال

 اندرکاران مجاز خواهد بود.و اشاره به نام همه دست

  یفناور  نی از توسعه ا  یناش   یمنافع مال   ،یوکار شرکت متقاض به مدل کسب  توجه  با:  یمنافع ماد  تیمالک •

خواهد    افتیرا در  ی قات ی پروژه تحق   یالزحمه اجراصرفاً حق  ی بوده و مجر  ی تماماً متعلق به شرکت متقاض 

    .کرد

 ارسال پروپوزال  

  1401ماه    ید  10  تاریخ  تا  حداکثر  و   تدوین  شکوفایی،   و   نوآوری  صندوق  موردنظر   چارچوب  در  باید   صرفاً   هاروپوزالپ

  به  یا   ، غیرازآن  چارچوبی  در  که   هایی پروپوزال.  شوند  ارسال   ir.inif.ghazal//:https  آدرس   به  غزال   سامانه   در

   .شد نخواهند ارزیابی فرایند   وارد برسند، صندوق  دست  به دیگر هایروش
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تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، 

، مجتمع شکوفایی 24رود شرقی، شماره  زاینده

 بنیان های دانششرکت

 1۹۹1۹13111کدپستی:  

 021- 42170000تلفن: 

 info@inif.irپست الکترونیکی:  

www.challenge.ir 
 

 45تهران، ستارخان، خیابان دهقان، پلاک  

 021- 66531044تلفن: 

 Info@Danasharifco.irپست الکترونیکی:  


